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l ３ポイントの出力電力切換機ＤＩＰスイッチ内蔵。（５０Ｗ，７０Ｗ，１００

Ｗ）l 低周波　方形波　定電力　駆動で多くの市販ＨＩＤランプを安定に駆動します。

l 起動装置（高圧パルス発生器，イグナイター）を内蔵しています。

l 出力端子短絡事故に備え出力電流制限回路を内蔵しております。

l 高効率（９０％以上）です。

接接接接続続続続方方方方法法法法

l 電源とランプへの配線　及び，フレームグランドは全て基板上ネジ式端子（緑

色）にて接続します。Ｑ１０１とＤ１０１はアルミ板（ｔ＝１．０）に放熱して下

さい。
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l 電力切換ＤＩＰスイッチをメタルハライドランプ（ＨＩＤランプ）の定格 電力に

合致したポジションに設定します。内部の部品 には電源を切っても電圧が残ってお

り，触れると感電する事があります。

付付付付属属属属品品品品

５０Ｗ

７０Ｗ

１００Ｗ

l ワンタッチ・ブッシュ×２

　シャーシの電源ケーブルや出力ケーブル穴に付け電線を保護

します。φ１３ｍｍの穴を空けて下さい。

l シリコン・シート×１

　Ｑ１０１放熱面とシャーシの間に絶縁板として

挿入します。粘着剤が付いています。

l ＴＲ押さえ金具×２

　Ｑ１０１とＤ１０１をシャーシこの金具でシャーシ

に押さえつけ，放熱します。

l Ｍ３ビス×８

　基板・シャーシ取り付けに６本，ＴＲ押さえ金具に２本

使います。

l 割基板の使い方

　マイラー・テープでＤ１０１を，付属シリコン・シートでＱ１０１を絶縁します。Ｑ

１０１及びＤ１０１と放熱板（可触金属部）との空間距離が３ｍｍ以下の為です。
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取取取取りりりりけけけけ付付付付　　　　寸寸寸寸法法法法（（（（座座座座標標標標））））

l 　シャーシボトムより基板スペーサーなどで基板を横置きで取り付ける場合には

シャーシ底面より基板パターン（半田）面を１０ｍｍ以上離して配置して下さい。

部品の足は最大で４ｍｍ出っ張っております。

l 　基板にマウントされている６ヶのネジ端子の穴位置は　基板部品 面よりｈ＝４．

５ｍｍです。基板板厚はｔ＝１．６ｍｍです。（ｔ＝１．５ｍｍとして設計しても

差し支えありません。）

l 　Ｑ１０１のＴＲ押さえ金具穴位置は　基板部品面よりｈ＝３４ｍｍです。

l 　Ｄ１０１のＴＲ押さえ金具穴位置は　基板部品面よりｈ＝２９ｍｍです。

注注注注意意意意事事事事項項項項

l 内臓イグナイターの構造上，ランプ内部にグロー方式の起動回路を内蔵した各社

ＬＬＬＬ型型型型メメメメタタタタルルルルハハハハラララライイイイドドドドラララランンンンププププ などは起動確率が低く，本機での使用はできません。

l 基板が冠水したり，生体（巻き貝，カタツムリ，ゴキブリなど）が進 入するとシ

ョートし，故障の原因となります。

l 出力ケーブルは　耐圧３００Ｖ以上，０．７５ｍ ｍ ２
 
　 ２芯ないし３芯のキャプ

タイヤ・ケーブルを御使用下さい。

l 基板同士は７０ｍｍ以上離して取り付けて下さい。
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仕仕仕仕様様様様

l 種類 ：高効率ＨＩＤランプ電子安定器

l 駆動方式 ：低周波方形波駆動定電力サーボ方式

l 回路方式 ：高周波スイッチング式可変電圧交流電源

l 定格 （全てセンター値 ）

電電電電力力力力切切切切換換換換 定定定定格格格格 入入入入力力力力電電電電力力力力 定定定定格格格格 入入入入力力力力電電電電流流流流 定定定定格格格格 出出出出力力力力電電電電力力力力 効効効効率率率率 短短短短絡絡絡絡電電電電流流流流

５５５５００００ＷＷＷＷ ５５Ｗ １.１Ａ ５０Ｗ ９０％ １.６Ａ

７７７７００００ＷＷＷＷ ７７Ｗ １.６Ａ ７０Ｗ ９０％ ２ .２Ａ

１１１１００００００００ＷＷＷＷ １１０Ｗ ２ .２Ａ １００Ｗ ９０％ ２ .７Ａ

l 定格 入力電圧 ：１００Ｖ　±  １０％（５０Ｈｚ／６０Ｈｚ）

l 定格 出力誤差 ：± １５％（各電力切換ポジションにおいて）

l 定格 二次電圧 ：２４０Ｖｒｍｓ

l 動作保証周囲温度 ：０℃　～　４０℃

l イグナイター発生パルス ：± ２ .７ｋＶ　以上（出力ケーブル長４ｍ）

温温温温度度度度上上上上昇昇昇昇デデデデーーーータタタタ

l Ｑ１０１　ヒートシンク無し △ｔ＝＜２０［ｄｅｇ］

l Ｄ１０１　ヒートシンク無し △ｔ＝＜２０［ｄｅｇ］

l Ｑ１０２ △ｔ＝＜２０［ｄｅｇ］

l Ｃ１０５～Ｃ１０８ △ｔ＝＜　５［ｄｅｇ］

l Ｌ１０４，Ｌ１０５ △ｔ＝＜１８［ｄｅｇ］

l Ｑ１０３～Ｑ１０６ △ｔ＝＜１０［ｄｅｇ］

上記は１００Ｗ連続出力時の　基板周囲温度（２５℃）から　各デバイスの差分デー

ターです。考えられる最高気温（４０℃）と　筺体内の温度上昇値を加え，コイル，コ

ンデンサーを１０５℃以下，半導体を１５０℃以下に　保証して下さい。特に電解コン

デンサーＣ１０５～Ｃ１０８は１０５℃定格のコンデンサーですが，リップル電流によ

る自己発熱が５°あり，限界域で使用しますと加速的にドライアップし，寿命を著しく

低下させますので，余裕を持った温度設計を行って下さい。

Ｑ１０１，Ｄ１０１の温度上昇値から放熱が必要無いかと思われますが，全回路で最

も発熱量の多いデバイスとなっております。従って，この２つの素子を積極的 に冷却す

る事により筺体内部の温度上昇は最小に抑えられます。回路全体の総合電力損失は概ね

１０Ｗで，これは１時間当たり約８．６ｋｃａｌの熱量になります。

最後に是非筺体内の温度測定と気温測定を同時に行って下さい。筺体内部温度は起動

後２～３時間で安定します。筺体内の温度と気温との差が筺体温度上昇値になります。
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